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[57]申請專利範圍
1.　一種具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其係包含：一致能訊號端，其係用以產生一致
能訊號；一時脈產生電路，其係電性連接該致能訊號端，該時脈產生電路係接收該致能

訊號以產生至少一時脈訊號；一 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，其係電性連接該時脈
產生電路，該 P型電晶體之臨界電壓偵測電路係用以接收該時脈訊號以輸出一第一類比
訊號；一 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，其係電性連接該時脈產生電路，該 N型電晶
體偵測電路係用以接收該時脈訊號以輸出一第二類比訊號；一第一比較器，其係電性連

接該 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，該第一比較器係接收該第一類比訊號以輸出一第
一觸發訊號；一第二比較器，其係電性連接該 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，該第二
比較器係接收該第二類比訊號以輸出一第二觸發訊號；一第一補償碼產生電路，其係電

性連接該第一比較器及該時脈產生電路，該第一補償碼產生電路係接收該時脈訊號及該

第一觸發訊號以產生一第一補償碼；一第二補償碼產生電路，其係電性連接該第二比較

器及該時脈產生電路，該第二補償碼產生電路係接收該時脈訊號及該第二觸發訊號以產

生一第二補償碼；以及一輸出緩衝級，其係電性連接該第一補償碼產生電路及該第二補

償碼產生電路，該輸出緩衝級係具有一輸出級，該 輸出緩衝級係接收該第一編碼訊號、
該第二編碼訊號及該輸出訊號以調變該輸出級所產生之驅動電流，該輸出級係具有一第

一電壓輸出端，經調變之驅動電流係可補償該第一電壓輸出端之電壓迴轉率。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其中該第一補償碼產
生電路係電性連接該 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，其係發送一第一重置訊號至該 P
型電晶體偵測電路。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其中該第二補償碼產
生電路係電性連接該 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，其係發送一第二重置訊號至該 N
型電晶體偵測電路。
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4.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其中該時脈產生電路
係具有一環形震盪器及一啟動電路，該啟動電路係包含一致能訊號接收端、一反相器、

一 AND閘以及一第十一 NMOS電晶體，該 AND閘係電性連接該致能訊號接收端及該
反相器，該第十一 NMOS電晶體係電性連接該 AND閘，該環形震盪器係電性連接該第
十一 NMOS電晶體。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其中該輸出緩衝級係
另具有一預驅動電路、一外部電壓偵測電路及一閘極電壓產生電路，其中該閘極電壓產

生電路係具有至少一電壓準位轉換器，該閘極電壓產生電路係電性連接該預驅動電路及

該外部電壓偵測電路。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其中該輸出級係電性
連接該閘極電壓產生電路、 該外部電壓偵測電路及該預驅動電路。

7.　如申請專利範圍第 5項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其中該外部電壓偵測
電路係包含一第三偏壓產生電路、一第十 PMOS電晶體、一第十二 NMOS電晶體、一
保護電路及一反相器串聯電路，該第十 PMOS電晶體係電性連接該第三偏壓產生電路，
該保護電路係電性連接該第十 PMOS電晶體及該第三偏壓產生電路，該第十二 NMOS
電晶體係電性連接該保護電路，該反相器串聯電路係電性連接該保護電路及該第十二

NMOS電晶體。
8.　如申請專利範圍第 7項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其中該保護電路係具
有一第十一 PMOS電晶體及一第十三 NMOS電晶體，該第十一 PMOS電晶體係電性連
接該第十 PMOS電晶體及該第三偏壓產生電路，該第十三 NMOS電晶體係電性連接該
第十二 NMOS電晶體。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程與溫度補償之輸出緩衝器，其另具有一外部電壓
接此端，該外部電壓接收端係電性連接該輸出級。

10.   一種具有製程與溫度補償之 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，係包含：一第一時脈訊號
接收端，其係用以接收一時脈訊號；一 CMOS反相器，其係電性連接該第一時脈訊號接
收端；一電容，該電容係電性連接該 CMOS反相器；一 P型電晶體之臨界電壓函數產生
電路，其係電性連接該電容；以及一電壓輸出端，其係電性連接該 P型電晶體之臨界電
壓函數產生電路，該電壓輸出端係用以產生一關係式為臨界電 壓函數之電壓訊號。

11.   如專利範圍第 10項所述之該具有製程與溫度補償之 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，其
中該 CMOS反相器係具有一第一 PMOS電晶體及一第一 NMOS電晶體，該第一 PMOS
電晶體及該第一 NMOS電晶體係分別具有一閘極端及一汲極端，各該閘極端係電性連接
該第一時脈訊號接收端，各該汲極端係電性連接該電容。

12.   如專利範圍第 10項所述之該具有製程與溫度補償之 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，其
另具有一第二時脈訊號接收端，該 P型電晶體之臨界電壓函數產生電路係具有一第三
PMOS電晶體、一第四 PMOS電晶體、一第五 PMOS電晶體、一第六 PMOS電晶體、
一第七 PMOS電晶體及一第三 NMOS電晶體，其中該第四 PMOS電晶體、該第五 PMOS
電晶體及該第六 PMOS電晶體係電性連接該第三 PMOS電晶體，該第五 PMOS電晶體
係電性連接該第六 PMOS電晶體，該第七 PMOS電晶體係電性連接該第四 PMOS電晶
體，該第三 NMOS電晶體係電性連接該第四 PMOS電晶體及該第五 PMOS電晶體，該
第二時脈訊號接收端係電性連接該第四 PMOS電晶體及該第三 NMOS電晶體。

13.   如專利範圍第 12項所述之該具有製程與溫度補償之 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，該
P型半導體之臨界電壓函數產生電路另具有一第一重置訊號接收端，其係電性連接該第
三 PMOS電晶體及該第六 PMOS電晶體。

(2)
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14.   如專利範圍第 10項所述之該具有製程與溫度補償之 P型電晶體之臨界電壓偵測電路，其
中該關係式係可為 Vp=3n×Vthp-(n-1)×VDD，其中 Vp為電壓函數，n為該時脈訊號之 循
環次數，Vthp為 PMOS電晶體之臨界電壓，VDD為供應電壓。

15.   一種具有製程與溫度補償之 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，係包含：一第三時脈訊號
接收端，其係用以接收一時脈訊號；一 CMOS反相器，其係電性連接該第三時脈訊號接
收端；一電容，其係電性連接該 CMOS反相器；一 N型電晶體之臨界電壓函數產生電
路，其係電性連接該電容；以及一電壓輸出端，其係電性連接該 N型電晶體之臨界電壓
函數產生電路，該電壓輸出端係用以產生一關係式為臨界電壓函數之電壓訊號。

16.   如專利範圍第 15項所述之該具有製程與溫度補償之 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，
其中該 CMOS反相器係具有一第二 PMOS電晶體及一第二 NMOS電晶體，該第二 PMOS
電晶體及該第二 NMOS電晶體係分別具有一閘極端及一汲極端，各該閘極端係電性連接
該第三時脈訊號接收端，各該汲極端係電性連接該電容。

17.   如專利範圍第 15項所述之該具有製程與溫度補償之 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，
其另具有一第四時脈訊號接收端，該 N型電晶體之臨界電壓函數產生電路係具有一第四
NMOS電晶體、一第五 NMOS電晶體、一第六 NMOS電晶體，一第七 NMOS電晶體、
一第八 NMOS電晶體、一第九 NMOS電晶體及一第九 PMOS電晶體，該第四 NMOS電
晶體係電性連接該第五 NMOS電晶體，該第六 NMOS電晶體及該第九 PMOS電晶體係
電性連接該第五 NMOS電晶體，該第七 NMOS電晶 體及該第八 NMOS電晶體係電性連
接該第六 NMOS電晶體，該第九 NMOS電晶體係電性連接該第七 NMOS電晶體及該第
八 NMOS電晶體，該第八 NMOS電晶體係電性連接該第九 PMOS電晶體，該第四時脈
訊號接收端係電性連接該第五 NMOS電晶體及該第九 PMOS電晶體。

18.   如專利範圍第 17項所述之該具有製程與溫度補償之 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，
該 N型半導體之臨界電壓函數產生電路係另具有一第二重置訊號接收端，其係電性連接
該第七 NMOS電晶體及該第九 NMOS電晶體。

19.   如專利範圍第 15項所述之該具有製程與溫度補償之 N型電晶體之臨界電壓偵測電路，
其中該關係式係可為 Vn=(VDD-3×Vthn)×n，其中 Vn為電壓函數，n為該時脈訊號之循環
次數，Vthn為 NMOS電晶體之臨界電壓，VDD為供應電壓。

圖式簡單說明

第 1圖：依據本發明之第一較佳實施例，一種具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之方塊
圖。

第 2圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之時脈產
生電路之電路圖。

第 3圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之 P型電
晶體之臨界電壓偵測電路之電路圖。

第 4圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之 N型電
晶體之臨界電壓偵測電路之電路圖。

第 5圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之第一比
較器之電路圖。

第 6圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之第二比
較器之電路圖。

第 7圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之第一補
償碼產生電路之電路圖。

(3)
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第 8圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之第二補
償碼產生電路之電路圖。

第 9圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之輸出緩
衝級之電路圖。

第 10圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之輸出緩
衝級之外部電壓偵測電路之電路圖。

第 11圖：依據本發明之第一較佳實施例，該具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之輸出緩
衝級之電壓準位轉換器之電路圖。

第 12圖：習知具有製程及溫度補償之輸出緩衝器之方塊圖。
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